
1 
 

РЕФЕРАТ 
 

 

Структура і обсяг роботи: Дипломну роботу виконано на 57 сторінках, що 

містять 4 розділи, 32 ілюстрації, 2 таблиці та 36 джерел в переліку посилань. 

 

Мета роботи: Встановлення залежностей напруги змикання від рівня 

легування середньої області та шириною середньої області в інжекційно-

пролітному діоді. 

 

Рекомендації щодо використання результатів даних досліджень: 

Інжекційно-пролітні діоди наразі знайшли широке використання в якості 

гетеродинів СВЧ-приймачів та у доплерівських радарних системах. 

Інжекційно-пролітні діоди характеризуются низьким рівнем шумів та 

відсутністю теплових обмежень за робочого струму. В даній роботі 

використовується 𝑝 − 𝑛 − 𝑝 −структура інжекційно-пролітного діоду при 

змиканні двох 𝑝 − 𝑛 −переходів. Також   проаналізована модель м − н −

м −структури інжекційно-пролітного діода і показана відмінність між ними. 

Винайдена формула для розрахунку напруги змикання і встановлена 

залежність між напругою змикання, напругою пробою, концентрацією 

акцепторних атомів, концентрацією донорних атомів та шириною середньої 

області інжекційно-пролітного діоду, та виведена залежність між 

концентрацією донорних атомів та шиириною середньої області діоду. 

 

Ключові слова: ІПД, ЛПД, Si, Ge, GaAs, GaP, напруга змикання, напруга 

пробою, діод.  
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ABSTRACT 

 

 

Structure of work: The work is made on 57 pages, contains 4 sections, 32 

illustrations, 2 tables and 36 sources in the list of references. 

 

The aim of the work: establishment of dependencies of punch-through voltage,  the 

doping level of the average area and width in the middle region of the injection-

transit-time diode. 

 

Recommendations on the use of the results of these studies: 

Injection transit-time diodes are now widely used as heterodon microwave 

receivers and Doppler radar systems. The injection transit-time diodes are 

characterized by low noise and no thermal restrictions on the operating current. 

This work uses the 𝑝 − 𝑛 − 𝑝 −structure injection transit-time diode at the closing 

of the two 𝑝 − 𝑛 −junctions. The model of 𝑚 − 𝑠 −𝑚 -structure of the injection-

span diode is also analyzed and the difference between them is shown. Invented 

the formula to calculate the voltage clamping and the dependence between the 

voltage clamping, voltage, concentration of acceptor atoms concentration of donor 

atoms and the width of the middle region of the injection transit-time diode, and 

derived a relationship between the concentration of donor atoms and width in the 

middle region of the diode. 

 

Key words: BARRIT diode, IMPATT, Si, Ge, GaAs, GaP, punch-through voltage, 

breakdown voltage, diode. 
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